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摘要 

    非揮發性記憶體技術研討會（Non-Volatile Memory Technology Symposium）是全球記憶

體設計與技術的重要論壇，以加速產品上市的時間，其中需應用到許多科學領域的技術，由

設計/設備/製程技術幾大類著手，使縮短產品研發時間。而此次第十五屆非揮發性記憶體技

術研討會(NVMTS)是在大陸北京的清華大學（Tsinghua University）舉行，會議日期從2015

年10月12日至10月14日止，此次研討會是由北京清華大學、電機電子工程師學會（Institute of 

Electrical and Electronics Engineers，IEEE）與電子設備學會（Electron Devices Society，EDS）

共同舉辦。本屆會議主題包含快閃記憶體（Flash）、磁電阻式記憶體（Magnetoresistive 

Random Access Memory，MRAM）、相變隨機存取記憶體（Phase Change Memory，

PCRAM）、鐵電隨機存取記憶體（Ferro Electric Random Access Memory，FeRAM）等

技術探討與研究。此次會議主要任務是希望結合全球專業領域人士，共同關注於新式代記憶

體技術，一起改善現今記憶體技術所面臨的難題，並針對相關技術進行交流討論。 

 

關鍵詞: 非揮發式記憶體、快閃記憶體 
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壹、 參與此次國際會議之目的 

    非揮發性記憶體技術研討會（Non-Volatile Memory Technology Symposium）是全球

記憶體設計與技術的重要論壇，以加速產品上市的時間，其中需應用到許多科學領域的

技術，由設計/設備/製程技術幾大類著手，使縮短產品研發時間。而此次第十五屆非揮

發性記憶體技術研討會是在大陸北京的清華大學（Tsinghua University）舉行，會議日

期從2015年10月12日至10月14日止，此次研討會是由北京清華大學、電機電子工程師學

會（Institute of Electrical and Electronics Engineers，IEEE）與電子設備學會（Electron 

Devices Society，EDS）共同舉辦。本屆會議主題包含快閃記憶體（Flash）、磁電阻式

記憶體（Magnetoresistive Random Access Memory，MRAM）、相變隨機存取記憶

體（Phase Change Memory，PCRAM）、鐵電隨機存取記憶體（Ferro Electric Random 

Access Memory，FeRAM）等技術探討與研究。此次會議主要任務是希望結合全球專

業領域人士，共同關注於新式代記憶體技術，一起改善現今記憶體技術所面臨的難題，

並針對相關技術進行交流討論。 

 

貳、 出國行程及議程 

    於台灣時間10月10日上午從桃園國際中正機場出發，直飛至大陸的北京首都國際機 

場，全部航程約莫三個半小時。隨即搭乘機場快軌到轉地鐵至上地站的假日飯店住宿休 

息。 

   本次出國行程如下: 

 

10月10日 (六) 桃園中正機場 – 北京首都國際機場 

    早上到桃園中正機場報到，準備搭機前往北京。 

 

10月11日 (日) 故宮參訪/北京清華大學(會場) 

    早上搭乘地鐵前往故宮參訪，完畢後為了明日一早能準時參加研討會則搭地鐵到五 

道口站步行前往北京清華大學參觀。 

 

10月12日 (一) 大會報到/國際會議開幕式 

    一早從飯店搭乘地鐵至五道口站並步行至清華大學大會會場報到，並參加大會9:00 

的開幕式。參加完開幕式後，緊接著聆聽美國加州大學的(Yuan Xie)博士演講，內容主 

要是在闡述現 今最新的記憶體技術與製程方式已及相關技術日後發展。晚上則在大會 

享用晚餐並張貼此次會議海報並與各國優秀學者討論相關技術。 

 

10月13日 (二) 國際會議 

    本日上午安排多場演講，主題是在介紹新型存取方式的記憶體，其中以美國科羅拉 

多大學學者(Carlos A. Paz de Araujo)介紹的相關電子隨機存取記憶體(CeRAMs)最為特 
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別，此記憶體有絕佳的資料保存力，經高溫測試元件可靠度佳，雖然此技術仍在研發階 

段，但相信未來此技術有不錯的發展空間。下午的演講內容主要圍繞在非揮發性磁性隨 

機記憶體(MRAMs)，其原理是利用奈米級磁性結構特有的自旋相關傳輸為基礎的磁電 

阻效果所得的一種新穎的非揮發性固態磁記憶體，此技術近十年快速發展並進入商品開 

發階段，相信是未來記憶體產業的主流。另一場演講則是日本東北大學的學者(Tetsuo  

Endoh)所演講的自旋力矩轉移磁性隨機存取記憶體(STT-MRAM)技術，此技術是前述非 

揮發性磁性隨機記憶體 ( M R A M s )的延伸，其原理則是透過磁阻穿隧接面 

（Magnetoresistive tunnel Junction， MTJ）進行儲存，利用通入的電流來寫入及抹除數 

據。寫入及抹除機制則是運用了電子自旋的力矩作用下使磁阻隧道接面（MTJ）的磁化 

方向發生反轉的工作原理。自旋力矩轉移磁性隨機存取記憶體(STT-MRAM)具有高速 

度、低延遲時間及良好的使用壽命等優點，且在讀取資料過程中不會造成記憶體資料的 

破壞，因此被許多人視為未來取代動態隨機存取記憶體(Dynamic Random Access  

Memory，DRAM)、靜態隨機存取記憶體(Static Random Access Memory，SRAM)的新技 

術。 

10月14日 (三) 國際會議/國際會議閉幕式/晚宴 

    本日的演講主要是神經形態工程學領域，雖然我對此領域並不拿手，但經由德國的 

學者(Karlheinz Meier)的發表，對神經形態領域有了初步的認識。此領域還有許多需改 

進的空間，相信假以時日必定能研發出能精確模擬人腦的晶片(chip)或是電路加以應用 

造福人群。會議結束後，大會安排搭船前往中央電視台參觀及享用晚餐(晚宴)。 

 

10月15日 (四) 北京首都國際機場 – 桃園中正機場 

上午在飯店辦理退房並搭乘飯店的接駁巴士前往北京首都國際機場報到搭機返國。 
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參、 心得及建議 

    我覺得參加此次研討會最大的收穫是可以結識到許多來自世界各國的朋友增加自

己的溝通力，並以研究當作彼此的共通點，相互切磋討論，讓我有滿滿的收穫。透過此

次研討會讓我學習到許多寶貴的研究經驗與技術，例如：如何準備好的國際會議報告；

如何傾聽別人報告；如何針對報告發問好的問題；如何結識研究同伴，這些雖然在研究

上不是最直接的能力，但長期來看卻是不可或缺的軟實力。最後，謝謝主辦單位北京清

華大學、電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers，IEEE）

與電子設備學會（Electron Devices Society，EDS）讓我有機會參加此次的研討會，更感

謝暨南大學能夠補助經費讓我能有這次寶貴的經驗。 

 

1. 希望能依照不同領域的題目，能有不同的報告場地：雖然大家研究都是記憶體領域，

但還是可以細分為許多項目，所以在此建議主辦單位未來可以將細分的題目獨立出

來，以便聽講者可更容易的選擇與自己相關或有興趣的演講題目，如此一來才能讓

演講者與聽講者能有更深入的互動。 

 

2. 期盼台灣未來也能多舉辦大型國際研討會：台灣目前還是鮮少有大型的國際研討

會，所以台灣的學生及研究人員往往都須遠赴他國才可發表研究成果，因此期待未

來能爭取為大型研討會的主辦地，讓相關人員享有地利之便，讓更多人看見台灣。 
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肆、附錄 

一、 活動照片  

 

  

北京清華大學 清華園 

 

 

大會海報合影 大會開幕式 

 

 

 

大會看板合影 海報看板合影 
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論文集 會議議程 

  

 研討會會議廳  專題演講 (一) 

  

專題演講 (二) 專題演講 (三) 
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搭船赴晚宴場地 (大會安排) 河畔風景 (大會安排) 

  

中央電視台 (大會安排) 央視景觀台 (大會安排) 

 

 

 

中央電視塔 (大會安排) 晚宴會場 (大會安排) 
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二、 研討會議程 
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Multibit/Cell Schottky Barrier Charge-Trapping Memories 
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This work numerically elucidates the effects of dopant-segregated (DS) layers on 

the cell window in multibit Schottky barrier charge-trapping cells [1]-[3]. Successive 

injection-trapping iteration analysis was performed to study the coupling of trapped 

charges and Schottky barrier lowering during cell programming [4], [5]. 

 

Fig. 1(a) schematically depicts the structure of a DS-structured Schottky barrier 

charge-trapping cell, where the multi oxide/nitride/oxide layers of 5/6/7 nm were used 

to represent typical charge-trapping layers. The DS concentration (Nds) of 10
19

 cm
-3

 

and 10
20

 cm
-3

 was typified as the light and heavy profiles. Long-channel cells with 

uniform profiles were employed to avoid short-channel disturbance. Fig. 1(b) shows 

the current-voltage curves of DS Schottky barrier cells. The heavy DS cell acquires a 

better electron on-current and produces a weaker hole current. Fig. 1(c) displays the 

conduction-band diagrams of light and heavy DS Schottky barrier cells at initial 

programming. The selection of the heavy or light DS profile determines the injected 

mechanisms and locations in the DS Schottky barrier cells. Because the drain-side 

injection generated in heavy DS cells, a higher drain voltage of 6V was employed. 

 

Successive injection-trapping iterations were performed to estimate properly the 

coupling of the trapped charges and Schottky barrier lowering during cell 

programming. After each individual programming, the spatial distribution of trapped 

charges was added in the charge layer according to the lateral spreading of injected 

currents. Fig. 2(a) presents the calculated results of the spatial distribution of trapped 

charges after each programming interval. Using the final charge distribution after the 

successive programming, Fig. 2(b) presents the cell window of programmed DS 

Schottky barrier cells by the forward and reverse two-bit/cell reading scheme. The 

light DS Schottky barrier cell shows the excellent immunity of the interference 

induced from the other bit, whereas the heavy DS cell suffers from considerable 

distortion caused by the local charges on the opposite site. 

 
The results showed the dopant-segregated profiles have a key function in 

determining the cell window as well as the injection mechanism to operate the 

multibit/cell Schottky barrier charge-trapping memories using the forward and reverse 

reading scheme. The light DS layer retains the advantage of the source-side 

programming in the multibit/cell Schottky barrier memories. 

 
Corresponding author: email: shihch@ncnu.edu.tw 
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Fig. 1. (a) Schematic structure, and (b) drain current, of a two-bit/cell DS-structured Schottky barrier 

charge-trapping cell. (c) Channel conduction-band diagrams in light and heavy DS Schottky barrier 

charge-trapping cells at initial programming. 

 

Fig. 2. (a) Iterative results of spatial distributions of trapped charges in light and heavy DS Schottky barrier 

charge-trapping cells. (b) Programming window of two-bit/cell DS Schottky barrier cells using forward and 

reverse two-bit/cell reading. 

13 


